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か っ た 。

15 ． 時 間分解 ラ マ ン 散 乱 に よ る ア モ ル フ ァ ス

　　　GeSe2 の 光誘起結晶 化過程 の 研究

松　田 理

　ア モ ル フ ァ ス Ge　Se2 に バ ン ドギ ャ ッ プ （2．2eV ）付近 の 光 を照射す る と結晶化 を起こ す 。

こ の 現象の 機構の 解明を 目標 と して 次の よ うな実験を行 っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o

　ガ ラ ス 基板上 に蒸着した ア モ ル フ ァ ス GeSe2 薄膜に 波長 5145A の ア ル ゴ ン イオ ン レ
ーザ ー

を照射 して結 晶化 を起 こ し ， そ の 経過 を時間分解 ラ マ ン 分光法 で 観測す る。光誘起結晶の ラ マ

ン ス ペ ク トル の ピー
ク位置か ら レ

ー
ザ

ー
ス ポ ッ ト直下 の 温度 を推 定で き る。結晶化 を起こ すた

め の 照射光強度 に は あ る下 限 （閾値 ）が あ り，それ よ りも弱い 光で は結晶化が起 こ らな い 。光

照射 中 の 試料 の 基 板温度 を約 210 ℃ ，室 温， 90K に保 ちな が ら測 定を行 い ， レ
ー ザ ー

ス ポ ッ

ト直下の 温度及 び 励起 光強度 の 閾値 を求 め た 。 レ
ー

ザ
ー

ス ポ ッ ト直 下 の 温度は ガ ラ ス 転移温度

以 下 で ある と推定 され る。閾値 は 試料 の 温度 を下げ る と大 き くな る。こ れ ら の こ とは ア モ ル フ

ァ ス の 構造中に結晶の フ ラグメ ン ト様 の ク ラ ス タ
ーが含 まれ て い る とい うモ デ ル を支持する。

16 ． 光励起 Ge 中 に お け る 電子 ・ ホ ー
ル ・

　　 エ ク シ トン 系 の 拡散現象

戸　丸　辰 　也

　荷電粒子 の 集 ま りで あ る プ ラズ マ は 半導体を用 い れ ば，光励起 に よ っ て簡単に 生成可能で あ

る。 こ の とき ， 半導体中に は電子 ・ホ
ー

ル の 他に エ ク シ トン 等が存在す る。そ こ で 電子 ・ホ ー

ル
・

エ ク シ ト ン 系の ダイ ナ ミ ク ス の 基礎で ある拡 散現象 を典型的半導体で あ る Ge を用 い て 調

べ る。運動荷電粒子 は ，
ロ
ー

レ ン ッカに よ っ て 磁場に敏感 で あ る が ，それ を反映 して拡散定数
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も磁揚 に敏感 で ある 。当 日は磁 場効果 を中心 に拡 散現象 に つ い て議論す る 。

　 17 ． Photoluminescence　 and 　 Photoconductivity　 Measurements 　 on

Band　Edge　Offsets　in　Strained　MBE −grown （lnGa）As −GaAs　Quantum　Wells

Ashraf　Uddin

　　 Structure　has　been　 observed 　in　the　photoluminescence　and 　photoconductivity　spectra 　of

（InGa）As・GaAs 　strained 　quantum 　wells 　grown　by　molecular 　beam　epitaxy ．　 The　observed 　spectra

w ，，e　an 、ly，ed 　with 　the　c・nd ・・ti・n　b・nd ・ff・et ・nd 　the
鹽
en ・・gy　g・p 。f （1・G・）A ・ a・ adj ・・t・bl・

parameters，　 No　strain 　relaxation 　in　quantum 　wens 　with 　thickness　sma 且er　than　the　critical　one 　was

observed ．　 Tbe　strain 　spHt 　off 　valence 　subband 　in （lnGa）As 　is　found　to　be　below　the　valence 　band　of

unstrained 　GaAs ．　 The　observed 　ratio 　of 　the　conduction 　band　offset 　to　the　energy 　gap　discontinuity

is　O．83 ± 0．06．

18 ． 鉱 物 の 熱 ル ミ ネ ッ セ ン ス 現 象 に 関 す る研 究

石 　井 博

　放射線熱 ル ミネ ッ セ ン ス （TI ・ ）は放射線 に よ っ て 固体中の 電子 トラ ッ プに捕獲 され た 電子 が

熱 エ ネル ギー を与え る こ とに よ り，正 孔中心 と再 結合 し発光す る現象で あ る 。

一
般に 高温 で発

光 を生 じ る 電子 トラ ッ プ の 方 が低温側 に 比 べ て 安定で あ り， また 生 じ る光 の 波長は ル ミ ネ ッ セ

ン ス 発光 中心 の エ ネル ギーギ ャ ッ プ に依存 して 異な る 。 鉱物 の 熱ル ミネ ッ セ ン ス は ， 放射線被

曝量 の 測定や，地 質学的試料 の 年代測定， 考古遺物 の 年代測定等に 広 く利用 され て い る 。

　700 ℃ まで 測定 がで き色 フ ィ ル タ
ー交換可能な パ ー

ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

制御 T−L デ ィ ジ タ

ル 測定装置を設計 ・製作 し，火 山灰試料，原爆 の ガ ン マ 線を被曝 した 試料等か ら石英及 び長石

を抽出 し て ， そ の TL を測定 した。

　製作 した測定シ ス テ ム の 特徴 と ， こ れ を用 い 測定 した鉱物試料の TL 特性に つ い て 報告する。
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